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CS9027C

CS9027C是一个用于双极步进电机或有刷直流电机的集成

电机驱动方案。内部集成了两个NMOS H 桥、电流检测、

调节电路，和详细的故障检测。一个简单的PWM 接口可以

方便地连接到外部数字控制器，并且使用最少接口资源。

故障指示引脚（nFAULT）当设备进入故障状态时提供标志

位。绕组电流控制允许外部控制器调整提供给电机的可调

电流。电流调整是高度可配置的，以及根据应用程序的要

求选择三种衰变模式：快、慢和混合衰减。两位电流电平

控 制 允 许 在 四 种 不 同 电 流 电 平 之 间 切 换 。 当 电 机 不 工 作

时，采用低功耗的睡眠模式允许系统节省功耗。

PWM Motor Drivers
CS9027C包 含 两 路 使 用PWM电 流 控 制 的H桥电 机 驱 动 电

路。下图显示电路功能模块：

注意：芯片上有多个VM管脚，所有VM管脚需连接在一起，连接到供电电源。

H桥控制

AENBL 使能控制A 通道输出，逻辑高电平，A 通道工作；

APHASE 控 制 A 通 道 电 流 方 向 ， 逻 辑 高 电 平 ， 电 流 由

AOUT1 流 向AOUT2。 同 理 ，BENBL 使 能 控 制B 通 道 输

出，逻辑高电平，B 通道工作；BPHASE 控制B 通道电流方

向，逻辑高电平，电流由BOUT1 流向BOUT2。下表 显示

了逻辑控制。

Current Regulation 
通过固定频率的PWM电流整流器，流过电机驱动桥臂的电

流是被限制的或者是被控制的。在DC电机应用中，电流控

制功能作用于限制开启电流和停转电流。在步进电机应用

中，电流控制功能始终存在。当一个H桥被使能，流过相应

桥臂的电流以一个斜率上升，此斜率由直流电压VM和电机

模块功能描述

的那一刻，xISEN管脚上的电压是被忽略的，经过一个

固定时间后，电流检测电路才被使能。这个消隐时间

一般固定在1.88 s。这个消隐时间同时决定了在操作μ

电流衰减时的最小PWM时间。PWM目标电流是由比

较器比较连接在xISEN管脚上的电流检测电阻上的电压

乘以一个5倍因子和一个参考电压决定。参考电压通过

xVREF输 入 ， 可 通 过2bits DAC 设 置100%、71%、

38%电流水平。以下公式为100%计算目标电流：

举例：假如使用了一个0.5Ω的电阻，xVREF上的电压

为3.3V，这样目标电流为1.32A。注意：假如电流控制

功能不需要使用，xISEN管脚需直接接地。两个xI1、

xI0输入引脚控制H桥的电流台阶，功能如下表： 

注：当xI1和xI0都为1时,H桥是关闭,没有电流流通。

Decay Modes 
在PWM电流整流期间，H桥被使能，这样驱动流过电

机桥臂的电流直到PWM斩波电流阈值达到。电流路径

在下图的示例1中描述。图中描述的电流方向定义为正

向。一旦PWM斩波电流阈值达到，H桥可以工作在两

种不同的状态，快衰或者慢衰。在快衰减模式，一旦

PWM斩波电流阈值达到，H桥反转输出状态，使得桥

臂 电 流 反 方 向 流 通 。 当 桥 臂 电 流 接 近0时 ，H桥 被 禁

止，这样防止反向电流流通。快衰减电流路径在下图

的示例2表示。在慢衰减模式，通过使能两路低压侧的

FET，使得桥臂电流续流，下图示例3表示了慢衰减的

电流路径。 

衰减模式
CS9027C支持快衰、慢衰和混合衰减，由DECAY的输

入状态决定：逻辑低电平选择慢衰减；开路选择混合

衰减；高电平选择快衰减。DEACY管脚内置130KΩ的

上拉电阻和130KΩ的下拉电阻。所以当DECAY管脚开

路或者不使用时，默认的衰减方式是混合衰减。在混

合衰减模式，开始是快衰减，经过一段固定关闭时间

（PWM周期的33%），开启慢衰减，直至PWM周期结

束。
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注意!
静电敏感器件

操作ESD产品

应采取防护措施

MOS电路操作注意事项： 

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏： 

• 操作人员要通过防静电腕带接地。 

• 设备外壳必须接地。 

• 装配过程中使用的工具必须接地。 

• 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。 

声明:
Ÿ 上海智浦欣微电子有限公司保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在使用前应获取最新版本资料，并验证相关

信息是否完整和最新。

Ÿ 任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用上海智浦欣产品进行系统设计

和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！

Ÿ 产品品质的提升永无止境，上海智浦欣微电子有限公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！ 
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